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反應式離子蝕刻機 

RIE 
（Reactive Ion Etching） 

 
 

參數測定 
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 測定的材料： 

以下參數測定是對二氧化矽（SiO2）作蝕刻。 

 參數設定值： 

1. A、B、C組改變 CF4流量，固定 Pressure 為 50 mTorr、RF Power 為 100 W、

Ar 為 0 sccm、O2為 5 sccm。 

2. D、E、F組改變 CF4流量，固定 Pressure 為 50 mTorr、RF Power 為 100 W、

Ar 為 20 sccm、O2為 5 sccm。 

3. 因為 D 組擁有最佳的蝕刻速率，所以 G、H、I、J 組選定 D 組的參數然後改變

Pressure。 

4. 為了編號方便故 H 組即是 D 組。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pressure 

（mTorr） 

RF Power

（W） 

CF4 

（sccm）

Ar 

（sccm） 

O2 

（sccm）

A 50 100 25 0 5 
B 50 100 50 0 5 
C 50 100 75 0 5 
D 50 100 25 20 5 
E 50 100 50 20 5 
F 50 100 75 20 5 
G 25 100 25 20 5 

H (=D) 50 100 25 20 5 
I 75 100 25 20 5 
J 100 100 25 20 5 
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 參數實際值： 

1. RF Power 的預設值都會和實際值相差 3 瓦。 

2. 在 A~F 組中，雖然我們設定的壓力值為 50 mTorr 但由於通入的氣體總流量太

大，幫浦無法將 chamber 內的壓力抽到預設值。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pressure 

（mTorr） 

RF Power 

（W） 

在 10 分鐘內的 

平均蝕刻速率（nm/min） 

A 52 97 15.1515 
B 71 97 13.7783 
C 87 97 10.6393 
D 70 97 16.5229 
E 86 97 13.2635 
F 100 97 12.6769 
G 70 97 16.5229 

H (=D) 70 97 16.5229 
I 72 97 16.5374 
J 98 97 15.0142 
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 各組參數蝕刻速率： 
A. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：52 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：25 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：15.1515 nm/min 

 

 

 

B. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：71 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：50 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：13.7783 nm/min 
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C. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：87 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：75 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：10.6393 nm/min 

 

 

 

D. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：70 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：25 sccm、Ar：20 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：16.5229 nm/min 
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E. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：86 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：50 sccm、Ar：20 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：13.2635 nm/min 

 

 

 

F. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：100 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：75 sccm、Ar：20 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：12.6769 nm/min 
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G. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：70 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：25 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：16.5229 nm/min 

 

 

 

H. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：70 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：25 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：16.5229 nm/min 
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I. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：72 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：25 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：16.5374 nm/min 

 

 

 

J. 預設壓力值：50 mTorr、實際壓力值：98 mTorr、預設 RF Power：100 W、實際 RF Power：

97 W、CF4：25 sccm、Ar：0 sccm、O2：5 sccm 
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在 10 分鐘內的平均蝕刻速率：15.0142 nm/min 
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 測定結果分析： 

1. 由 A~C 和 D~F 這兩大類組比較可得知，Ar 的加入可提升蝕刻速率。 

2. 由 A~C 和 D~F 這兩大類組比較可得知，持續的加入 CF4無法有效增加蝕刻速率

反而會減慢。 

3. G 和 H 這兩組雖然有預設壓力值 25 mTorr 的差別，但是氣體的通入總量都太

多，導致幫浦無法抽到預設的 25 mTorr 差別。因此，實驗過程中的實際壓力

值都是 70 mTorr，得到的實驗結果也相同。 

4. 由 G~J 組可得知壓力值對蝕刻速率影響。雖然 I 組蝕刻速率略高於 H 組，但

由實驗當中發覺 H 組的最後蝕刻深度較 I 組深。換言之，H 組的蝕刻效果較

佳。 

5. 由 G~J 這類組可推論，較低的工作壓力會擁有較好的蝕刻速率和蝕刻效果。 

6. 不論何種成份組成，蝕刻速率都會隨著蝕刻時間增加而變小。 

7. 由於剛開始進行蝕刻時，機台的 RF Power 和通入氣體的流量並不穩定。所以，

前段的平均蝕刻速率誤差會較大。 

 注意事項： 

1. 當通入氣體流量太大時，則無法達到我們原先所設定的壓力值。因此在設定

參數時還需要考慮所通入的氣體總流量和壓力的關係，否則得到的實驗結果
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會失去部分精確性。 

2. 經由電腦螢幕上觀察得知，若在使用 RIE 的同時，也有其他機台在運作如：

Sputter、IBS、ICP，則會造成 RIE 的氣體流量不穩定；尤其是 Ar、O2這兩種

氣體最為明顯。 

3. 建議在操作時，維持較低的工作壓力值，故通入的氣體總量不宜過多；如此

情況下能有較佳的蝕刻效果。 


